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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に備えられた薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタを覆う第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタと電気的に連結された第１電極と
、
　前記第１電極を覆うように前記第１絶縁膜上に形成され、前記第１電極の一部を露出さ
せる開口を持つ第２絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜上の一部及び前記第１電極上に形成された有機発光層と、
　前記第２絶縁膜及び有機発光層上に形成された第２電極と、
　前記第２電極上の第１領域上に形成されて第１エッジを持つキャッピング層と、
　前記第２電極上の前記第１領域以外の領域である第２領域上に形成された第３電極と、
を備え、
　前記キャッピング層は、前記第３電極を覆わない、有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記第２電極は、透光可能に備えられたことを特徴とする請求項１に記載の有機発光表
示装置。
【請求項３】
　前記第２電極は、Ａｇを含むことを特徴とする請求項１または２に記載の有機発光表示
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装置。
【請求項４】
　前記第２電極は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３を含むことを特徴とする請
求項１または２に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記第３電極の厚さは、前記第２電極の厚さより厚いことを特徴とする請求項１～４の
いずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　外光の透過可能な透過領域と、前記透過領域に隣接して発光が行われるピクセル領域と
、を含み、
　前記透過領域及びピクセル領域は、前記第１領域に位置し、
　前記第１電極は、ピクセル領域と重なり、
　前記第１電極は、前記薄膜トランジスタを遮蔽するように位置することを特徴とする請
求項１～５のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記キャッピング層は、透光可能に備えられたことを特徴とする請求項１～６のいずれ
か一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　前記第３電極と前記キャッピング層との接着力は、前記第３電極と前記第２電極との接
着力より弱いことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項９】
　前記キャッピング層は、８－キノリノラトリチウム、Ｎ，Ｎ－ジフェニル－Ｎ，Ｎ－ビ
ス（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）ビフェニル－４，４’－ジアミン、
Ｎ（ジフェニル－４－イル）９，９－ジメチル－Ｎ－（４（９－フェニル－９Ｈ－カルバ
ゾール－３－イル）フェニル）－９Ｈ－フルオレン－２－アミン、または２－（４－（９
，１０－ジ（ナフタレン－２－イル）アントラセン－２－イル）フェニル）－１－フェニ
ル－１Ｈ－ベンゾ－［Ｄ］イミダゾールを含むことを特徴とする請求項１～８のいずれか
一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　前記第３電極は、Ｍｇを含むことを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の有
機発光表示装置。
【請求項１１】
　前記第３電極は、前記キャッピング層の第１エッジの側面とその側面が互いに当接する
第２エッジを持つことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の有機発光表示
装置。
【請求項１２】
　複数のピクセルと、
　前記各ピクセルに位置する複数の薄膜トランジスタと、
　前記各ピクセルに位置し、前記各薄膜トランジスタと電気的に連結された複数の第１電
極と、
　前記複数のピクセルを覆う第２電極と、
　前記各第１電極と前記第２電極との間に介在された有機発光層と、
　前記ピクセルのうち少なくとも一つに対応するように位置する複数のキャッピング層と
、
　前記各ピクセルの間に位置し、前記各キャッピング層に隣接して前記第２電極と電気的
に連結された第３電極と、を備え、
　前記キャッピング層は、前記第３電極を覆わない、有機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記第２電極は、透光可能に備えられたことを特徴とする請求項１２に記載の有機発光
表示装置。
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【請求項１４】
　前記第２電極は、Ａｇを含むことを特徴とする請求項１２または１３に記載の有機発光
表示装置。
【請求項１５】
　前記第２電極は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３を含むことを特徴とする請
求項１２または１３に記載の有機発光表示装置。
【請求項１６】
　前記第３電極の厚さは、前記第２電極の厚さより厚いことを特徴とする請求項１２～１
５のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１７】
　前記各ピクセルは、外光の透過可能な透過領域と、前記透過領域に隣接して発光が行わ
れるピクセル領域と、を含み、
　前記第１電極は、ピクセル領域と重なり、
　前記第１電極は、前記薄膜トランジスタを遮蔽するように位置することを特徴とする請
求項１２～１６のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１８】
　前記キャッピング層は、透光可能に備えられたことを特徴とする請求項１２～１７のい
ずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項１９】
　前記第３電極と前記キャッピング層との接着力は、前記第３電極と前記第２電極との接
着力より弱いことを特徴とする請求項１２～１８のいずれか一項に記載の有機発光表示装
置。
【請求項２０】
　前記キャッピング層は、８－キノリノラトリチウム、Ｎ，Ｎ－ジフェニル－Ｎ，Ｎ－ビ
ス（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）ビフェニル－４，４’－ジアミン、
Ｎ（ジフェニル－４－イル）９，９－ジメチル－Ｎ－（４（９－フェニル－９Ｈ－カルバ
ゾール－３－イル）フェニル）－９Ｈ－フルオレン－２－アミン、または２－（４－（９
，１０－ジ（ナフタレン－２－イル）アントラセン－２－イル）フェニル）－１－フェニ
ル－１Ｈ－ベンゾ－［Ｄ］イミダゾールを含むことを特徴とする請求項１２～１９のいず
れか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項２１】
　前記第３電極は、Ｍｇを含むことを特徴とする請求項１２～２０のいずれか一項に記載
の有機発光表示装置。
【請求項２２】
　前記キャッピング層のあらゆるエッジと前記第３電極のエッジとが互いに当接すること
を特徴とする請求項１２～２１のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項２３】
　前記キャッピング層の面積は、少なくとも一ピクセルの発光が起きる領域の面積より広
いことを特徴とする請求項１２～２２のいずれか一項に記載の有機発光表示装置。
【請求項２４】
　複数のピクセルにそれぞれ位置する複数の薄膜トランジスタを形成する段階と、
　前記各薄膜トランジスタと電気的に連結され、前記複数のピクセルにそれぞれ位置し、
第１電極、有機発光層及び第２電極を含む複数の有機発光素子を形成する段階と、
　前記ピクセルのうち少なくとも一つに対応するように位置する複数のキャッピング層を
形成する段階と、
　前記ピクセル上に金属を蒸着し、前記各キャッピング層に隣接して前記第２電極と電気
的に連結された第３電極を形成する段階と、を含み、
　前記キャッピング層は、前記第３電極を覆わない、有機発光表示装置の製造方法。
【請求項２５】
　前記第２電極は、透光可能に形成されることを特徴とする請求項２４に記載の有機発光
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表示装置の製造方法。
【請求項２６】
　前記第２電極は、Ａｇを含むことを特徴とする請求項２４または２５に記載の有機発光
表示装置の製造方法。
【請求項２７】
　前記第２電極は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３を含むことを特徴とする請
求項２４または２５に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項２８】
　前記第３電極は、前記第２電極より厚く形成されることを特徴とする請求項２４～２７
のいずれか一項に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項２９】
　前記各ピクセルは、外光の透過可能な透過領域と、前記透過領域に隣接して発光が行わ
れるピクセル領域と、を含み、
　前記第１電極は、ピクセル領域と重なり、
　前記第１電極は、前記薄膜トランジスタを遮蔽するように位置することを特徴とする請
求項２４～２８のいずれか一項に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記キャッピング層は、透光可能に形成されることを特徴とする請求項２４～２９のい
ずれか一項に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３１】
　前記第３電極を形成する金属と前記キャッピング層との接着力は、前記第３電極を形成
する金属と前記第２電極との接着力より弱いことを特徴とする請求項２４～３０のいずれ
か一項に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３２】
　前記キャッピング層は、８－キノリノラトリチウム、Ｎ，Ｎ－ジフェニル－Ｎ，Ｎ－ビ
ス（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）ビフェニル－４，４’－ジアミン、
Ｎ（ジフェニル－４－イル）９，９－ジメチル－Ｎ－（４（９－フェニル－９Ｈ－カルバ
ゾール－３－イル）フェニル）－９Ｈ－フルオレン－２－アミン、または２－（４－（９
，１０－ジ（ナフタレン－２－イル）アントラセン－２－イル）フェニル）－１－フェニ
ル－１Ｈ－ベンゾ－［Ｄ］イミダゾールを含むことを特徴とする請求項２４～３１のいず
れか一項に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３３】
　前記第３電極は、Ｍｇを含むことを特徴とする請求項２４～３２のいずれか一項に記載
の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３４】
　前記キャッピング層を形成する段階は、前記キャッピング層に対応するパターンの開口
を持つマスクを用いて行われることを特徴とする請求項２４～３３のいずれか一項に記載
の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３５】
　前記第３電極を形成する段階は、前記キャッピング層上の及び前記キャッピング層に隣
接した領域に前記金属を蒸着する段階を含むことを特徴とする請求項２４～３４のいずれ
か一項に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３６】
　前記キャッピング層の面積は、少なくとも一ピクセルの発光が起きる領域の面積より広
く形成されることを特徴とする請求項２４～３５のいずれか一項に記載の有機発光表示装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置及びその製造方法に係り、さらに詳細には、パネルの大型
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化が可能な有機発光表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光表示装置は、有機化合物を電気的に励起して発光させる自発光型ディスプレイ
であって、低電圧で駆動可能かつ薄型化が容易で、広視野角、速い応答速度など、液晶表
示装置において問題点として指摘された欠点を解決できる次世代ディスプレイとして注目
されている。
【０００３】
　最近は、これらの有機発光表示装置を用いて大型ディスプレイを具現しようとする試み
が多くなっている。ところが、この場合には、あらゆるピクセルを覆う共通電極の配線抵
抗が高くなるという問題がある。
【０００４】
　また、上記有機発光表示装置は、使用中または製造過程で上記共通電極がその上部のカ
プセル化（ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ）部材により損傷される恐れがあって、このカプ
セル化部材から共通電極を保護する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためのものであり、共通電極の配線抵抗を低
減させ、共通電極を保護できる有機発光表示装置及びその製造方法を提供するところに目
的がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明は、基板と、前記基板上に備えられた薄膜トラン
ジスタと、前記薄膜トランジスタを覆う第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に形成され、前
記薄膜トランジスタと電気的に連結された第１電極と、前記第１電極を覆うように前記第
１絶縁膜上に形成され、前記第１電極の一部を露出させる開口を持つ第２絶縁膜と、前記
第２絶縁膜上の一部及び前記第１電極上に形成された有機発光層と、前記第２絶縁膜及び
有機発光層上に形成された第２電極と、前記第２電極上の第１領域上に形成されて第１エ
ッジを持つキャッピング層と、前記第２電極上の前記第１領域以外の領域である第２領域
上に形成された第３電極と、を備え、前記キャッピング層は、前記第３電極を覆わない、
有機発光表示装置を提供する。
【０００７】
　本発明の他の特徴によれば、前記第２電極は、透光可能に備えられる。
【０００８】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２電極は、Ａｇを含む。
【０００９】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２電極は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩ
ｎ２Ｏ３を含む。
【００１０】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３電極の厚さは、前記第２電極の厚さより厚
い。
【００１１】
　本発明のさらに他の特徴によれば、外光の透過可能な透過領域と、前記透過領域に隣接
して発光が行われるピクセル領域と、を含み、前記透過領域及びピクセル領域は、前記第
１領域に位置し、前記第１電極は、ピクセル領域と重なり、前記第１電極は、前記薄膜ト
ランジスタを遮蔽するように位置する。
【００１２】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記キャッピング層は、透光可能に備えられる。
【００１３】
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　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３電極と前記キャッピング層との接着力は、
前記第３電極と前記第２電極との接着力より弱い。
【００１４】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記キャッピング層は、８－キノリノラトリチウム
、Ｎ，Ｎ－ジフェニル－Ｎ，Ｎ－ビス（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）
ビフェニル－４，４’－ジアミン、Ｎ（ジフェニル－４－イル）９，９－ジメチル－Ｎ－
（４（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）フェニル）－９Ｈ－フルオレン－
２－アミン、または２－（４－（９，１０－ジ（ナフタレン－２－イル）アントラセン－
２－イル）フェニル）－１－フェニル－１Ｈ－ベンゾ－［Ｄ］イミダゾールを含む。
【００１５】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３電極は、Ｍｇを含む。また、前記第３電極
は、前記キャッピング層の第１エッジの側面とその側面が互いに当接する第２エッジを持
つ。
【００１６】
　本発明はまた前記の目的を達成するために、複数のピクセルと、前記各ピクセルに位置
する複数の薄膜トランジスタと、前記各ピクセルに位置し、前記各薄膜トランジスタと電
気的に連結された複数の第１電極と、前記複数のピクセルを覆う第２電極と、前記各第１
電極と前記第２電極との間に介在された有機発光層と、前記ピクセルのうち少なくとも一
つに対応するように位置する複数のキャッピング層と、前記各ピクセルの間に位置し、前
記各キャッピング層に隣接して前記第２電極と電気的に連結された第３電極と、を備える
有機発光表示装置を提供する。
【００１７】
　本発明の他の特徴によれば、前記第２電極は、透光可能に備えられる。
【００１８】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２電極は、Ａｇを含む。
【００１９】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２電極は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩ
ｎ２Ｏ３を含む。
【００２０】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３電極の厚さは、前記第２電極の厚さより厚
い。
【００２１】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記各ピクセルは、外光の透過可能な透過領域と、
前記透過領域に隣接して発光が行われるピクセル領域と、を含み、前記第１電極は、ピク
セル領域と重なり、前記第１電極は、前記薄膜トランジスタを遮蔽するように位置する。
【００２２】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記キャッピング層は、透光可能に備えられる。
【００２３】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３電極と前記キャッピング層との接着力は、
前記第３電極と前記第２電極との接着力より弱い。
【００２４】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記キャッピング層は、８－キノリノラトリチウム
、Ｎ，Ｎ－ジフェニル－Ｎ，Ｎ－ビス（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）
ビフェニル－４，４’－ジアミン、Ｎ（ジフェニル－４－イル）９，９－ジメチル－Ｎ－
（４（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）フェニル）－９Ｈ－フルオレン－
２－アミン、または２－（４－（９，１０－ジ（ナフタレン－２－イル）アントラセン－
２－イル）フェニル）－１－フェニル－１Ｈ－ベンゾ－［Ｄ］イミダゾールを含む。
【００２５】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３電極は、Ｍｇを含む。
【００２６】
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　本発明のさらに他の特徴によれば、前記キャッピング層のあらゆるエッジと前記第３電
極のエッジとが互いに当接する。
【００２７】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記キャッピング層の面積は、少なくとも一ピクセ
ルの発光が起きる領域の面積より広い。
【００２８】
　本発明はまた前記の目的を達成するために、複数のピクセルにそれぞれ位置する複数の
薄膜トランジスタを形成する段階と、前記各薄膜トランジスタと電気的に連結され、前記
複数のピクセルにそれぞれ位置し、第１電極、有機発光層及び第２電極を含む複数の有機
発光素子を形成する段階と、前記ピクセルのうち少なくとも一つに対応するように位置す
る複数のキャッピング層を形成する段階と、前記ピクセル上に金属を蒸着し、前記各キャ
ッピング層に隣接して前記第２電極と電気的に連結された第３電極を形成する段階と、を
含む有機発光表示装置の製造方法を提供する。
【００２９】
　本発明の他の特徴によれば、前記第２電極は、透光可能に形成される。
【００３０】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２電極は、Ａｇを含む。
【００３１】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第２電極は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩ
ｎ２Ｏ３を含む。
【００３２】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３電極は、前記第２電極より厚く形成される
。
【００３３】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記各ピクセルは、外光の透過可能な透過領域と、
前記透過領域に隣接して発光が行われるピクセル領域と、を含み、前記第１電極は、ピク
セル領域と重なり、前記第１電極は、前記薄膜トランジスタを遮蔽するように位置する。
【００３４】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記キャッピング層は、透光可能に形成される。
【００３５】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３電極を形成する金属と前記キャッピング層
との接着力は、前記第３電極を形成する金属と前記第２電極との接着力より弱い。
【００３６】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記キャッピング層は、８－キノリノラトリチウム
、Ｎ，Ｎ－ジフェニル－Ｎ，Ｎ－ビス（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）
ビフェニル－４，４’－ジアミン、Ｎ（ジフェニル－４－イル）９，９－ジメチル－Ｎ－
（４（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）フェニル）－９Ｈ－フルオレン－
２－アミン、または２－（４－（９，１０－ジ（ナフタレン－２－イル）アントラセン－
２－イル）フェニル）－１－フェニル－１Ｈ－ベンゾ－［Ｄ］イミダゾールを含む。
【００３７】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３電極は、Ｍｇを含む。
【００３８】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記キャッピング層を形成する段階は、前記キャッ
ピング層に対応するパターンの開口を持つマスクを用いて行われる。
【００３９】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記第３電極を形成する段階は、前記キャッピング
層上の及び前記キャッピング層に隣接した領域に前記金属を蒸着する段階を含む。
【００４０】
　本発明のさらに他の特徴によれば、前記キャッピング層の面積は、少なくとも一ピクセ
ルの発光が起きる領域の面積より広く形成される。
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【発明の効果】
【００４１】
　本発明によれば、次のような効果を得ることができる。
【００４２】
　第３電極のパターニング工程を別途に行う必要なく、キャッピング層により自然にパタ
ーニング自在に形成される。したがって、第３電極をパターニングすることによる第２電
極の損傷などの危険を回避できる。
【００４３】
　キャッピング層により第２電極を保護できる。
【００４４】
　第３電極により第２電極の電圧降下を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の望ましい一実施形態による有機発光表示装置を示す断面図である。
【図２】本発明の望ましい他の一実施形態による有機発光表示装置を示す断面図である。
【図３】図１または図２の有機発光部を示す断面図である。
【図４】本発明の望ましい一実施形態による有機発光表示装置を製造する方法を順次に示
す断面図である。
【図５】本発明の望ましい一実施形態による有機発光表示装置を製造する方法を順次に示
す断面図である。
【図６】本発明の望ましい一実施形態による有機発光表示装置を製造する方法を順次に示
す断面図である。
【図７】本発明の望ましい一実施形態による有機発光部の平面図である。
【図８】本発明の望ましい他の一実施形態による有機発光部の平面図である。
【図９】本発明の望ましいさらに他の一実施形態による有機発光部の平面図である。
【図１０】本発明の望ましいさらに他の一実施形態による有機発光部の断面図である。
【図１１】本発明の望ましいさらに他の一実施形態による有機発光部の平面図である。
【図１２】図１１の一ピクセルを示す断面図である。
【図１３】本発明の望ましいさらに他の一実施形態による有機発光部の平面図である。
【図１４】本発明の一実施形態による方法でキャッピング層及び第３電極を形成したとき
の、ピクセル発光領域における透光率を示すグラフである。
【図１５】本発明の一実施形態による方法によって第３電極を形成したときの、第２電極
の最大電圧降下量を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　以下、添付図面を参照して本発明の望ましい実施形態を詳細に説明すれば、次の通りで
ある。
【００４７】
　図１は、本発明の望ましい一実施形態による有機発光表示装置を示す断面図である。
【００４８】
　図１を参照すれば、本発明の望ましい一実施形態による有機発光表示装置は、基板１上
に形成された有機発光部２１と、この有機発光部２１を密封する密封基板２３と、を備え
る。
【００４９】
　密封基板２３は、透明な部材で形成されて有機発光部２１からの画像を具現可能にし、
有機発光部２１への外気及び水分の浸透を遮断する。
【００５０】
　基板１と密封基板２３とは、そのエッジが密封材２４により結合されて、基板１と密封
基板２３との間の空間２５が密封される。空間２５には、吸湿剤や充填材などが位置でき
る。
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【００５１】
　密封基板２３の代りに、図２に示したように、薄膜の密封フィルム２６を有機発光部２
１上に形成することで、有機発光部２１を外気から保護できる。密封フィルム２６は、酸
化ケイ素または窒化ケイ素などの無機物からなる膜とエポキシ、ポリイミドなどの有機物
からなる膜が交互に成膜された構造を採用できるが、必ずしもこれらに限定されるもので
はなく、透明な薄膜状の密封構造ならば、いかなるものでも適用できる。
【００５２】
　図３は、図１及び図２に示した有機発光部２１の一実施形態を示す断面図である。図３
には、有機発光部２１の一ピクセルを示し、有機発光部２１は、これらのピクセルが複数
備えられている。
【００５３】
　図３による本発明の望ましい一実施形態によれば、基板１の第１面上にバッファ膜２１
１が形成され、このバッファ膜２１１上に薄膜トランジスタＴＲが形成される。
【００５４】
　図３には、一つの薄膜トランジスタＴＲのみ図示されているが、上記ピクセルは、それ
以外にも他の少なくとも一つの薄膜トランジスタとキャパシタとを備えたピクセル回路を
構成できる。
【００５５】
　バッファ膜２１１上には、半導体活性層２１２が形成される。
【００５６】
　バッファ膜２１１は、不純元素の浸透を防止して表面を平坦化する役割を行うものであ
り、これらの役割を行える多様な物質で形成できる。一例として、バッファ膜２１１は、
酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化チ
タンまたは窒化チタンなどの無機物や、ポリイミド、ポリエステル、アクリルなどの有機
物またはこれらの積層体で形成される。バッファ膜２１１は必須構成要素ではなく、必要
に応じては備えられないこともある。
【００５７】
　半導体活性層２１２は多結晶シリコンからなるが、必ずしもこれらに限定されるもので
はなく、酸化物半導体からなってもよい。例えば、Ｇ－Ｉ－Ｚ－Ｏ層［（Ｉｎ２Ｏ３）ａ
（Ｇａ２Ｏ３）ｂ（ＺｎＯ）ｃ層］（ａ、ｂ、ｃは、それぞれａ≧０、ｂ≧０、ｃ＞０の
条件を満たす実数）でありうる。
【００５８】
　半導体活性層２１２を覆うように、ゲート絶縁膜２１３がバッファ膜２１１上に形成さ
れ、ゲート絶縁膜２１３上にゲート電極２１４が形成される。
【００５９】
　ゲート電極２１４を覆うように、ゲート絶縁膜２１３上に層間絶縁膜２１５が形成され
、この層間絶縁膜２１５上にソース電極２１６とドレイン電極２１７とが形成されて、そ
れぞれ半導体活性層２１２とコンタクトホールとを通じてコンタクトされる。
【００６０】
　上記のような薄膜トランジスタＴＲの構造は必ずしもこれらに限定されるものではなく
、多様な形態の薄膜トランジスタの構造が適用できるということはいうまでもない。例え
ば、薄膜トランジスタＴＲはトップゲート構造で形成されたものであるが、ゲート電極２
１４が半導体活性層２１２の下部に配されたボトムゲート構造で形成されてもよい。もち
ろん、これ以外にも適用可能なあらゆる薄膜トランジスタの構造が適用できるということ
はいうまでもない。
【００６１】
　薄膜トランジスタＴＲと共にキャパシタを含むピクセル回路（図示せず）が形成できる
。
【００６２】
　これらの薄膜トランジスタＴＲを含むピクセル回路を覆うように第１絶縁膜２１８が形
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成される。第１絶縁膜２１８は、上面の平坦化した単一または複数層の絶縁膜になりうる
。この第１絶縁膜２１８は、無機物及び／または有機物からなる。
【００６３】
　第１絶縁膜２１８上には、図３に示したように、薄膜トランジスタＴＲを含むピクセル
回路と電気的に連結された第１電極２２１が形成される。第１電極２２１は、各ピクセル
ごとに互いに独立した島状に形成される。
【００６４】
　第１絶縁膜２１８上には、第１電極２２１のエッジを覆うように第２絶縁膜２１９が形
成される。第２絶縁膜２１９には開口２１９ａが形成されて、第１電極２２１のエッジを
除外した中央部を露出させる。
【００６５】
　開口２１９ａを通じて露出された第１電極２２１上には有機膜２２０が形成され、有機
膜２２０を覆うように第２電極２２２が形成されて有機発光素子ＥＬを形成する。
【００６６】
　有機膜２２０は、低分子または高分子有機膜が使われる。低分子有機膜を使用する場合
、ホール注入層（ＨＩＬ：Ｈｏｌｅ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ）、ホール輸送層（
ＨＴＬ：Ｈｏｌｅ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌａｙｅｒ）、発光層（ＥＭＬ：Ｅｍｉｓｓｉｏ
ｎ Ｌａｙｅｒ）、電子輸送層（ＥＴＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌａｙ
ｅｒ）、電子注入層（ＥＩＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ）など
が単一あるいは複合の構造で積層して形成される。これら低分子有機膜は、真空蒸着の方
法で形成される。この時、発光層は赤色、緑色、青色のピクセルごとに独立して形成され
、ホール注入層、ホール輸送層、電子輸送層、及び電子注入層は共通層であり、赤色、緑
色、青色のピクセルに共通に適用される。
【００６７】
　正孔注入層（ＨＩＬ）は、銅フタロシアニンなどのフタロシアニン化合物またはスター
バスト型アミン類であるＴＣＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＰＢなどで形成でき
る。
【００６８】
　正孔輸送層（ＨＴＬ）は、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェ
ニル－［１、１－ビフェニル］－４，４’－ジアミン（ＴＰＤ）、Ｎ，Ｎ’－ＤＩ（ナフ
タレン－１－イル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニルベンジジン（α－ＮＰＤ）などで形成できる
。
【００６９】
　電子注入層（ＥＩＬ）は、ＬｉＦ、ＮａＣｌ、ＣｓＦ、Ｌｉ２Ｏ、ＢａＯ、Ｌｉｑなど
の物質を用いて形成できる。
【００７０】
　電子輸送層（ＥＴＬ）は、Ａｌｑ３を用いて形成できる。
【００７１】
　発光層（ＥＭＬ）は、ホスト物質及びドーパント物質を含む。
【００７２】
　ホスト物質としては、トリス（８－ヒドロキシ－キノリナト）アルミニウム（Ａｌｑ３
）、９，１０－ジ（ナフト－２－イル）アントラセン（ＡＮＤ）、３－Ｔｅｒｔ－ブチル
－９，１０－ジ（ナフト－２－イル）アントラセン（ＴＢＡＤＮ）、４，４’－ビス（２
，２－ジフェニル－エテン－１－イル）－４，４’－ジメチルフェニル（ＤＰＶＢｉ）、
４，４’－ビス（２，２－ジフェニル－エテン－１－イル）－４，４’－ジメチルフェニ
ル（ｐ－ＤＭＤＰＶＢｉ）、Ｔｅｒｔ（９，９－ジアリールフルオレン）（ＴＤＡＦ）、
２－（９，９’－スピロビフルオレン－２－イル）－９，９’－スピロビフルオレン（Ｂ
ＳＤＦ）、２，７－ビス（９，９’－スピロビフルオレン－２－イル）－９，９’－スピ
ロビフルオレン（ＴＳＤＦ）、ビス（９，９－ジアリールフルオレン）（ＢＤＡＦ）、４
，４’－ビス（２，２－ジフェニル－エテン－１－イル）－４，４’－ジ－（ｔｅｒｔ－
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ブチル）フェニル（ｐ－ＴＤＰＶＢｉ）、１，３－ビス（カルバゾール－９－イル）ベン
ゼン（ｍＣＰ）、１，３，５－トリス（カルバゾール－９－イル）ベンゼン（ｔＣＰ）、
４，４’，４”－トリス（カルバゾール－９－イル）トリフェニルアミン（ＴｃＴａ）、
４，４’－ビス（カルバゾール－９－イル）ビフェニル（ＣＢＰ）、４，４’－ビス（９
－カルバゾリル）－２、２’－ジメチル－ビフェニル（ＣＢＤＰ）、４，４’－ビス（カ
ルバゾール－９－イル）－９，９－ジメチル－フルオレン（ＤＭＦＬ－ＣＢＰ）、４，４
’－ビス（カルバゾール－９－イル）－９，９－ビス（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾー
ル）フルオレン（ＦＬ－４ＣＢＰ）、４，４’－ビス（カルバゾール－９－イル）－９，
９－ジ－トリル－フルオレン（ＤＰＦＬ－ＣＢＰ）、９，９－ビス（９－フェニル－９Ｈ
－カルバゾール）フルオレン（ＦＬ－２ＣＢＰ）などが使われる。
【００７３】
　前記ドーパント物質としては、ＤＰＡＶＢｉ（４，４’－ビス［４－（ジ－ｐ－トリル
アミノ）スチリル］ビフェニル）、ＡＤＮ（９，１０－ジ（ナフ－２－チル）アントラセ
ン）、ＴＢＡＤＮ（３－ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ジ（ナフ－２－チル）アントラセ
ン）などが使われる。
【００７４】
　第１電極２２１はアノード電極の機能を行い、第２電極２２２はカソード電極の機能を
行うが、もちろん、これら第１電極２２１と第２電極２２２との極性は互いに逆になって
もよい。
【００７５】
　第１電極２２１がアノード電極の機能を行う場合、第１電極２２１は仕事関数の高いＩ
ＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ、またはＩｎ２Ｏ３などを含んで備えられる。もし、図３で基板１
の逆方向に画像が具現される前面発光型である場合、第１電極２２１は、Ａｇ、Ｍｇ、Ａ
ｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、ＹｂまたはＣａなどで形成され
た反射膜をさらに含む。
【００７６】
　第２電極２２２がカソード電極の機能を行う場合、第２電極２２２は、Ａｇ、Ｍｇ、Ａ
ｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、またはＣａの金属からなる。も
し、図３で前面発光型である場合、第２電極２２２は透光可能に備えられねばならない。
このために、第２電極２２２は、透明な金属酸化物であるＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ、また
はＩｎ２Ｏ３などを含んで備えられうる。または第２電極２２２は、Ａｌ、Ａｇ及び／ま
たはＭｇを用いて薄膜で形成できる。例えば、Ｍｇ：Ａｇ及び／またはＡｇが単一層また
は積層構造で形成される。第２電極２２２は、第１電極２２１と異なってあらゆるピクセ
ルにわたって共通の電圧が印加されるように形成されるが、このために、ピクセルごとに
パターニングされていない共通電極で形成される。もちろん、共通電極である第２電極２
２２を、発光領域に対応する領域以外の領域が除去されたメッシュ状にパターニングして
もよい。
【００７７】
　上述した前面発光型の場合、第２電極２２２が透明な金属酸化物または薄膜の金属を含
むため、第２電極２２２が共通電極で形成される場合、第２電極２２２の面抵抗が大きく
なって電圧降下現象が生じる。本発明は、かかる問題を解決するために第２電極２２２と
電気的に連結されるように第３電極２２３をさらに形成した。
【００７８】
　そして、第２電極２２２の上面が図１での密封基板２３により損傷する恐れがある。そ
れだけでなく、図２のように密封フィルム２６を形成する場合にも、密封フィルム２６の
形成時に第２電極２２２が損傷しやすい。本発明は、かかる問題を解決するために、第２
電極２２２上にキャッピング層２２４を形成した。
【００７９】
　キャッピング層２２４は、第２電極２２２上の第１領域Ｒ１上に形成され、第１エッジ
２２４ａを持つ。
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【００８０】
　第３電極２２３は、第２電極２２２上の第２領域Ｒ２上に形成され、第２エッジ２２３
ａを持つ。第３電極２２３は、キャッピング層２２４と水平の状態で互いに隣接して配さ
れる。
【００８１】
　第１領域Ｒ１は、少なくとも一つのピクセルで発光が起きる面積より広く、当該一つの
ピクセルで発光が起きる領域を覆う領域に該当する。第１領域Ｒ１の全体にキャッピング
層２２４が形成され、第１領域Ｒ１のエッジは、キャッピング層２２４の第１エッジ２２
４ａとなる。そして第２領域Ｒ２は、第２電極２２２のうち第１領域Ｒ１以外の領域に該
当するが、第２領域Ｒ２全体に第３電極２２３が形成され、第２領域Ｒ２のエッジは第３
電極２２３の第２エッジ２２３ａとなる。第２領域Ｒ２は、発光が起きる領域を除外した
領域になる。
【００８２】
　キャッピング層２２４の第１エッジ２２４ａの側面と、第３電極２２３の第２エッジ２
２３ａの側面とは互いに当接する状態となる。
【００８３】
　第３電極２２３は、第２電極２２２の面抵抗を低減させるように第２電極２２２の厚さ
より厚く形成することが望ましい。
【００８４】
　そして、キャッピング層２２４は、ピクセルで発光が起きる領域を覆うものであって、
透光可能に形成されることが望ましい。キャッピング層２２４は、第３電極２２３より薄
く薄膜で形成できるが、必ずしもこれに限定されるものではない。
【００８５】
　本発明の一実施形態において、第３電極２２３とキャッピング層２２４との接着力は、
第３電極２２３と第２電極２２２との接着力より弱くなるように物質を選択する。
【００８６】
　このために、キャッピング層２２４は、８－キノリノラトリチウム（Ｌｉｑ）、Ｎ，Ｎ
－ジフェニル－Ｎ，Ｎ－ビス（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）ビフェニ
ル－４，４’－ジアミン（ＨＴ０１）、Ｎ（ジフェニル－４－イル）９，９－ジメチル－
Ｎ－（４（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）フェニル）－９Ｈ－フルオレ
ン－２－アミン（ＨＴ２１１）、または２－（４－（９，１０－ジ（ナフタレン－２－イ
ル）アントラセン－２－イル）フェニル）－１－フェニル－１Ｈ－ベンゾ－［Ｄ］イミダ
ゾール（ＬＧ２０１）を含む物質で形成される。
【００８７】
　そして、第３電極２２３は、Ｍｇで形成される。
【００８８】
　第３電極２２３となるＭｇは、第２電極２２２と同じ金属であるため接着性が良い。し
かし、Ｍｇは、上述したキャッピング層２２４の物質とはよく接着しない。したがって、
これらの第３電極２２３とキャッピング層２２４との接着力特性を用いて第３電極２２３
を簡単にパターニングできる。
【００８９】
　上述したように、第３電極２２３は、第２領域Ｒ２のみに形成されるようにパターニン
グされねばならない。ところが、有機発光素子ＥＬの有機膜２２０を形成した後には、通
常の金属膜のパターニング方法として多く使われるフォトリソグラフィなどの湿式工程を
用いて、第３電極２２３をパターニングできない。これは、湿式工程で有機膜２２０に水
分及び／または酸素が浸透されれば、有機発光素子ＥＬの寿命が急激に低下するためであ
る。
【００９０】
　このために、実際工程では、第３電極２２３のパターニングが非常に困難になる。
【００９１】
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　本発明は、第３電極２２３とキャッピング層２２４との接着力特性を用いて第３電極２
２３を簡単にパターニングできる。以下、その方法をさらに詳細に説明する。
【００９２】
　まず、図４に示したように、第２電極２２２まで形成した後、これに、図５に示したよ
うに、マスク３を用いてキャッピング層２２４を形成する。キャッピング層２２４は上述
した有機物で形成できるため、マスク３を用いた熱蒸着方法で形成できる。マスク３には
、キャッピング層２２４のパターンに対応するように開口３１が形成されており、この開
口３１を通じてキャッピング層２２４を形成する物質Ｍ１が蒸着されて、キャッピング層
２２４を形成する。
【００９３】
　次いで、図６に示したように、第３電極２２３形成用物質Ｍ２を全体的に成膜する。こ
の時には、図面に図示していないが、あらゆるピクセルに対して開放されたオープンマス
クを用いて物質Ｍ２を成膜するか、またはマスクなしに物質Ｍ２を成膜できる。
【００９４】
　この場合、第３電極２２３形成用物質Ｍ２は、キャッピング層２２４との接着力が悪い
ためキャッピング層２２４上には成膜されず、相対的に接着力の良い第２電極２２２上に
のみ成膜される。
【００９５】
　したがって、第３電極２２３は、別途のマスクやパターニング工程なしでも自然にパタ
ーニングされる。
【００９６】
　キャッピング層２２４は、図７に示したように、一つのピクセルＰ当り一つずつ存在す
る島状に備えられる。図７には、キャッピング層２２４が一つのピクセルＰ全体を覆う面
積になっているが、必ずしもこれらに限定されるものではなく、上述したように、一つの
ピクセルＰの発光が起きる面積を覆わせればよい。
【００９７】
　この場合、第３電極２２３は、各ピクセルＰの間に通過する格子パターンをなす。
【００９８】
　キャッピング層２２４は、図８に示したように、複数のピクセルＰ当り一つずつ存在す
る島状に備えられる。この場合、第３電極２２３は、複数ピクセルＰの間に通過する格子
パターンをなす。
【００９９】
　キャッピング層２２４は、図９に示したように、一列に配された複数のピクセルＰを覆
うようにストライプ状に備えられる。この場合、第３電極２２３は、各ピクセル列の間に
通過するストライプパターンをなす。
【０１００】
　図９の変形例として、図示していないが、たとえば、キャッピング層２２４が横方向に
複数のピクセルＰをさらに覆うようにストライプ状に備えられてもよい。
【０１０１】
　一方、図６のように第３電極２２３形成用物質Ｍ２を蒸着する場合、第３電極２２３は
、キャッピング層２２４以外の領域のみに成膜されるだけでなく、図１０に示したように
、キャッピング層２２４上にも、キャッピング層以外の領域に形成された第３電極２２３
の第１厚さｔ１より薄い第２厚さｔ２を持つ薄膜２２３’が形成される。これは、たとえ
、第３電極２２３形成用物質Ｍ２がキャッピング層２２４との接着力が悪いため、理論的
にはキャッピング層２２４上には成膜されず、相対的に接着力の良い第２電極２２２上に
のみ成膜されたとしても、図６のような工程は、別途のパターニングマスクを用いずにオ
ープンマスクを用いて蒸着するものであるため、キャッピング層２２４上に第２厚さｔ２
を持つ薄膜２２３’が薄く物理的に載せられて形成されることはできるからである。
【０１０２】
　第２厚さｔ２は第１厚さｔ１より薄いため、第１領域Ｒ１で有機発光素子ＥＬの輝度に
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あまり影響を及ぼさない。
【０１０３】
　図１１は、本発明の望ましいさらに他の一実施形態による有機発光表示装置の有機発光
部２１の平面図であり、図１２は、図１１の一ピクセルを示す断面図である。
【０１０４】
　図１１及び図１２に示したように、本発明の望ましいさらに他の一実施形態によれば、
有機発光部２１は、外光が透過されるように備えられた透過領域ＴＡと、この透過領域Ｔ
Ａを介して互いに離隔した複数のピクセル領域ＰＡと、に区切られる。
【０１０５】
　図１１に示したように、各ピクセル領域ＰＡ内にはピクセル回路部ＰＣが位置し、スキ
ャンラインＳ、データラインＤ及びＶｄｄラインＶなどの複数の導電ラインが、このピク
セル回路部ＰＣに電気的に連結される。図面に図示していないが、ピクセル回路部ＰＣの
構成によって、スキャンラインＳ、データラインＤ及び駆動電源であるＶｄｄラインＶ以
外にもさらに多様な導電ラインが備えられうる。
【０１０６】
　図１１に示したように、ピクセル回路部ＰＣは、スキャンラインＳとデータラインＤと
に連結された第１薄膜トランジスタＴ１と、第１薄膜トランジスタＴ１とＶｄｄラインＶ
とに連結された第２薄膜トランジスタＴ２と、第１薄膜トランジスタＴ１と第２薄膜トラ
ンジスタＴ２とに連結されたキャパシタＣｓｔと、を含む。この時、第１薄膜トランジス
タＴ１はスイッチングトランジスタになり、第２薄膜トランジスタＴ２は駆動トランジス
タになる。第２薄膜トランジスタＴ２は、第１電極２２１と電気的に連結されている。図
１０で、第１薄膜トランジスタＴ１と第２薄膜トランジスタＴ２とはＰ型に形成されるが
、必ずしもこれらに限定されるものではなく、少なくとも一つがＮ型に形成されてもよい
。上記のような薄膜トランジスタ及びキャパシタの数は必ずしも図示された実施形態に限
定されるものではなく、ピクセル回路部ＰＣによって２つ以上の薄膜トランジスタ、１つ
以上のキャパシタが組合せられる。
【０１０７】
　図１１によれば、スキャンラインＳが第１電極２２１と重なるように配される。しかし
、本発明は必ずしもこれらに限定されるものではなく、スキャンラインＳ、データライン
Ｄ及びＶｄｄラインＶを含む複数の導電ラインのうち少なくともいずれか一つが第１電極
２２１と重なるように配置させ、場合によっては、スキャンラインＳ、データラインＤ及
びＶｄｄラインＶを含む複数の導電ラインいずれも第１電極２２１と重なるか、または第
１電極２２１の側方に配置させる。
【０１０８】
　本実施形態は、このようにピクセル領域ＰＡと透過領域ＴＡとの分離によって透過領域
ＴＡを通じて外部を観察する時に、外部光がピクセル回路部ＰＣ内の素子のパターンと関
連して散乱することで生じる外部イメージ歪曲現象を回避できる。
【０１０９】
　これらのピクセル領域ＰＡと透過領域ＴＡとの全体面積対比透過領域ＴＡの面積の比率
が５％ないし９０％範囲に属するように、ピクセル領域ＰＡと透過領域ＴＡとが形成され
る。
【０１１０】
　ピクセル領域ＰＡと透過領域ＴＡとの全体面積対比透過領域ＴＡの面積の比率が５％よ
り小さければ、有機発光部２１を透過できる光が少なくて、ユーザが反対側に位置してい
る事物またはイメージを見難い。すなわち、有機発光部２１が透明であると表現し難い。
しかし、透過領域ＴＡの面積がピクセル領域ＰＡと透過領域ＴＡとの全体面積対比５％ほ
どであるとしても、実際には外部光の強度が強ければ、ユーザがディスプレイを透過して
反対側に位置している事物またはイメージを十分に認識できるので、ユーザは透明ディス
プレイとして認識可能になる。そして、後述するように、ピクセル回路部ＰＣに備えられ
る薄膜トランジスタを、酸化物半導体のように透明薄膜トランジスタで形成し、有機発光
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素子も透明素子で形成する場合には、さらに透明ディスプレイとしての認識が大きくなる
。
【０１１１】
　ピクセル領域ＰＡと透明領域ＴＡとの全体面積対比透明領域ＴＡの面積の比率が９０％
より大きければ、有機発光部２１のピクセル集積度が過度に低くなって、ピクセル領域Ｐ
Ａでの発光を通じて安定した画像を具現し難い。すなわち、ピクセル領域ＰＡの面積が小
さくなるほど、画像を具現するためには有機膜２２０で発光する光の輝度が高くならねば
ならない。このように、有機発光素子を高輝度状態で作動させれば、寿命が急激に低下す
るという問題点が生じる。
【０１１２】
　ピクセル領域ＰＡと透過領域ＴＡとの全体面積対比透過領域ＴＡの面積の比率は、２０
％ないし７０％の範囲に属するようにすることが望ましい。
【０１１３】
　２０％未満では、透過領域ＴＡに比べて前記ピクセル領域ＰＡの面積が大き過ぎるので
、ユーザが透過領域ＴＡを通じて外部イメージを観察するところに限界がある。７０％を
超過する場合、ピクセル領域ＰＡ内に配置するピクセル回路部ＰＣの設計に多くの制約を
伴う。
【０１１４】
　ピクセル領域ＰＡには、ピクセル回路部ＰＣと電気的に連結された第１電極２２１が備
えられ、ピクセル回路部ＰＣは、ピクセル電極２２１に覆われるように第１電極２２１と
重なる。そして、上述したスキャンラインＳ、データラインＤ及びＶｄｄラインＶを含む
導電ラインのうち少なくとも一つがこのピクセル電極２２１を過ぎるように配される。も
ちろん、これら導電ラインはピクセル回路部ＰＣに比べて透過率を阻害する比率が少ない
ため、設計条件によってはいずれも第１電極２２１に隣接して配置させることができる。
【０１１５】
　上述したように、もし、第１電極２２１が光反射の可能な導電性金属からなる反射膜を
含む場合、第１電極２２１がピクセル回路部ＰＣを遮蔽し、ピクセル領域ＰＡでのピクセ
ル回路部ＰＣによる外部イメージ歪曲などを遮断する。
【０１１６】
　図１２に示したように、第１領域Ｒ１内にピクセル領域ＰＡ及び透過領域ＴＡが位置す
る。
【０１１７】
　この時、キャッピング層２２４は第１領域Ｒ１内に位置するので、ピクセル領域ＰＡと
透過領域ＴＡをいずれも覆う。そして、第３電極２２３は、第１領域Ｒ１の外側の第２領
域Ｒ２に備えられる。
【０１１８】
　これらの実施形態において、キャッピング層２２４は、上述したように透明な有機物を
使用するので、透過領域ＴＡでの透光度に影響を及ぼさない。キャッピング層２２４及び
第３電極２２３の材質及び形成方法などは、上述した実施形態と同一である。
【０１１９】
　一方、たとえ図面に図示していないとしても、透過領域ＴＡには、少なくとも第２電極
２２２の一部が除去された透過体が形成されて、透過領域ＴＡでの透光度をさらに高める
ことができる。この時、透過窓は第２電極２２２のみ除去されるのに止まらず、第２絶縁
膜２１９、第１絶縁膜２１８、層間絶縁膜２１５、ゲート絶縁膜２１３及びバッファ膜２
１１のうち少なくとも一つの膜により形成される。
【０１２０】
　図１３は、図１１及び図１２を参照までに説明した透明型有機発光表示装置のさらに他
の一実施形態を示すものである。
【０１２１】
　図１３の実施形態は、赤色、緑色、青色の３つのサブピクセルにより一つのピクセルが
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具現されて白色光を発現できる場合を示す。もちろん、赤色、緑色、青色以外にも他の色
相により白色光を発現する場合を含む。
【０１２２】
　この場合、３つのサブピクセルの第１電極２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃ当り一つの透
過領域ＴＡが形成される。第１データラインＤ１ないし第３データラインＤ３は、それぞ
れ前記３つのサブピクセルの第１電極２２１ａ、２２１ｂ、２２１ｃに電気的に連結され
る。そして、第１ ＶｄｄラインＶ１は、最初の第１電極２２１ａ及び２番目の第１電極
２２１ｂに電気的に連結され、第２ ＶｄｄラインＶ２は、３番目の第１電極２２１ｃに
電気的に連結される。
【０１２３】
　このような構造の場合、複数のサブピクセルに対して一つの大きい透過領域ＴＡを備え
ているので、全体ディスプレイの透過率をさらに高めることができ、光散乱によるイメー
ジ歪曲効果もさらに低減させる。
【０１２４】
　図１３には図示していないが、透過領域ＴＡにも、上述したように少なくとも第２電極
の一部が除去された一つの大きい透過窓が形成される。この時、透過窓は第２電極のみ除
去されるのに止まらず、第２絶縁膜、第１絶縁膜、層間絶縁膜、ゲート絶縁膜及びバッフ
ァ膜のうち少なくとも一つの膜にさらに形成される。
【０１２５】
　図１１ないし図１３による実施形態でも、図１０のように第１領域Ｒ１のキャッピング
層２２４上にも、第３電極形成用物質からなるさらに薄い厚さの薄膜が形成されることが
ある。この場合にも、上述したように上記薄膜の厚さが非常に薄いため、透過領域ＴＡで
の透光率などにあまり影響を及ぼさない。
【０１２６】
　図１４は、図４ないし図７の方法でキャッピング層２２４及び第３電極２２３を形成し
た時の、ピクセル発光領域での透光率を示したものである。
【０１２７】
　キャッピング層２２４としては上述した各キャッピング層物質を使用し、３０Åの厚さ
に蒸着した。第３電極２２３は、オープンマスクを用いてＭｇを全ピクセル領域に蒸着し
て形成したが、Ｍｇ １，０００Åを蒸着した。
【０１２８】
　図１４に示したように、可視光の全波長領域でほぼ１００％に近い透光率を示すことが
分かる。これは、上述したように、キャッピング層２２４が形成された領域にはＭｇがほ
とんど蒸着されていないことが分かる。
【０１２９】
　したがって、本発明の場合、光損失なしでもキャッピング層２２４及び第３電極２２３
を有効に形成可能になる。
【０１３０】
　図１５は、本発明によって第３電極２２３を形成した場合の第２電極の最大電圧降下量
を示すものである。各例で第２電極２２２はＭｇ：Ａｇ／Ａｇに、面抵抗が２０ｏｈｍ／
ｓｑになるように形成した。
【０１３１】
　実験例Ｉは、１９インチサイズのディスプレイで、図３及び図７のような形態でキャッ
ピング層２２４及び第３電極２２３を形成したものである。この時の第３電極２２３は、
Ｍｇを３，５００Å蒸着したものである。
【０１３２】
　実験例ＩＩは、４０インチサイズのディスプレイで、図３及び図７のような形態でキャ
ッピング層２２４及び第３電極２２３を形成したものである。この時の第３電極２２３は
、Ｍｇを３，５００Å蒸着したものである。
【０１３３】
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　比較例ＩＩＩは、１９インチサイズのディスプレイで、キャッピング層２２４及び第３
電極２２３を形成していないものである。
【０１３４】
　比較例ＩＶは、４０インチサイズのディスプレイで、キャッピング層２２４及び第３電
極２２３を形成していないものである。
【０１３５】
　図１５に示したように、本発明による実験例Ｉ及びＩＩの第２電極電圧減少量が、比較
例ＩＩＩ及びＩＶの第２電極電圧減少量に比べて顕著に低いということが分かる。
【０１３６】
　以上、前面発光型を中心として説明したが、本発明は必ずしもこれらに限定されるもの
ではなく、基板１の方向に画像が具現される背面発光型、及び双方向に画像が具現される
両面発光型にも同一に適用できる。
【０１３７】
　本発明は、図面に示した一実施形態を参考までに説明したが、これは例示的なものに過
ぎず、当業者ならば、これから多様な変形及び実施形態の変形が可能であるという点を理
解できるであろう。
【産業上の利用可能性】
【０１３８】
　本発明は、有機発光表示装置関連の技術分野に好適に用いられる。
【符号の説明】
【０１３９】
１　基板、
２１　有機発光部、
２１１　バッファ膜、
２１２　半導体活性層、
２１３　ゲート絶縁膜、
２１４　ゲート電極、
２１５　層間絶縁膜、
２１６　ソース電極、
２１７　ドレイン電極、
２１８　第１絶縁膜、
２２１　第１電極、
２１９　第２絶縁膜、
２１９ａ　開口、
２２０　有機膜、
２２１　第１電極、
２２２　第２電極、
２２３　第３電極、
２２３ａ　第２エッジ、
２２４　キャッピング層、
２２４ａ　第１エッジ、
ＥＬ　有機発光素子、
ＴＲ　薄膜トランジスタ。
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